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INTRODUCTION

Gallium nitride (GaN), one of the wide bandgap semiconductors, has superior properties over
conventional silicon (Si) for power devices, such as high breakdown electric field and high
saturation velocity. Two dimensional electron gas with high mobility and high concentration is
induced by forming heterojunction of GaN with aluminum gallium nitride (AlGaN) due to
polarization effects, which is another merit of GaN related materials. Moreover, several kinds
of materials such as Si, sapphire, silicon-carbide (SiC) or GaN can be selected as epitaxial
growth substrates in terms of device performances and costs. Recently, GaN power transistors
have been widely developed and commercialized.

GaN power transrstors have some unlque fallure modes due to devrce constructlon differences

exposed o higher flelds Further some hot carrier and robustness tests for srllcon Field Effect
Transistdrs (FETs) are not applicable to GaN FETs. For example, the hot carrier(njection (HCI)
test for Igteral MOSFETSs is not applicable to lateral GaN FETs due to the blocking natlre of the
buffer, apd the unclamped inductive switching (UIS) test is not useful because it coyld cause
damage. [Therefore, several unique reliability test methods, which are net generally requested
for Si poyer transistors, are performed as reliability examination, for example, test mgthods of
dynamic [on-resistances. Especially, switching test methods and(reliability procedures are
significarlt for practical use and need to be standardized in order ta‘establish switchingJreliability
of GaN ppwer transistors.

This docpment is a guideline focusing on inductive load jswitching in order to copfirm the
conditions under which GaN power transistors are used reliably. Since the indugtive load
switchind is considered to be an important stress apptication for power devices, this jguideline
will prompte the acceptance of GaN power transistors in the power device market. However, it
is imporfant to note that there are other application-relevant stress conditions,|such as
soft-switghing at high frequencies, which will not'be covered by this document.
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SEMICONDUCTOR DEVICES - RELIABILITY TEST METHOD BY INDUCTIVE
LOAD SWITCHING FOR GALLIUM NITRIDE TRANSISTORS

1 Scope

This document covers the protocol of performing a stress procedure and a corresponding test
method to evaluate the reliability of gallium nitride (GaN) power transistors by inductive load
switching, specifically hard-switching stress.

2 Normative references

There arg¢ no normative references in this document.

3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and defihitions apply.

ISO and |IEC maintain terminological databases for use{ih"standardization at the [following
addresséds:

e |EC Hlectropedia: available at http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

3.1
gallium nitride
GaN
compound semiconductor material composed of gallium and nitrogen

3.2
aluminum gallium nitride
AlGaN
compound semiconducter/alloy of aluminum nitride and gallium nitride

3.3
on-state|resistance
resistance ofthe device at nominal current conditions

3.4
dynamic on-state resistance
ratio of on-state drain-source voltage(vpg) to drain current(ip) at switching

3.5

dynamic high temperature operating life test

DHTOL test

reliability test of continuous switching stress with high junction temperature

Note 1 to entry: The term DHTOL is used broadly, encompassing both switching accelerated life test (SALT), where
failures are expected for wearout modelling, and HTOL, where failures are not expected.

3.6
switching locus
trajectory showing relationship between vpg and ip during switching
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4 Objectives

The purpose of this document is to define a reliability test method for finding conditions under
which GaN power transistors can operate reliably, when they are used for continuous hard
switching with inductive loads. Therefore, this document does not cover other
application-relevant stress conditions, such as third quadrant operation and soft-switching or
other types of circuit topologies.

5 Applicable GaN transistors

This test method can be applied to all power transistors, which include GaN power transistors
with any s i Si i i oreover,
this test [method can be applied to any gate structure such as Schottky-types, p-ype GaN
(p-GaN) ftypes and MIS (metal-insulator-semiconductor) types. It can also be~applicable to
normally-off types, normally-on types and to cascode configuration types.

6 Dynamic high temperature operating life test

6.1 Telst sample
The test|sample is recommended to be an actual packagedoproduct. For family products,
reliability| test results of transistors with large gate widths~¢an be applied to transidtors with

small gate widths when use conditions such as current density and supply voltage are
equivalent or less.

6.2 Tepst circuit
6.2.1 Scheme of a hard switching circuit

The dynﬁmic high temperature operating-life (DHTOL) test employs a hard switching circuit with
an inducflive load as shown in Figure 1.

DUl

rver | QE) &

IEC
Figure 1 — Test circuit

6.2.2 Electrical parameters

Frequency f, power supply voltage Vpp, and average current flowing through inductance I (av)
are set by considering the actual operating condition.
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6.2.3 Diode

A diode is selected by considering the maximum current and the maximum voltage. In particular,
since the recovery current of the diode flows to the transistor at turn-on time, the diode is
selected to replicate the switching conditions of the final application, e.g. emulate the
capacitance of the high-side FET, or have a larger capacitance for accelerated stress.

6.2.4 Gate driver

A test circuit including a gate drive circuit suitable for the individual test transistor is constructed
with attention paid to heat dissipation of each component. The gate driver is required to drive
DUT in the same conditions as the actual usage unless switching parameters to acquire
acceleration factors are included. Note that the gate driver is also required to have current
driving cdpability SO as not to cause false turn-on of the DUT.

6.2.5 nductance and resistance

An inductance value Ls and a resistance value R| are set with reference to the |following
Equation|(1) to Equation (3) and the switching waveforms in Figure 2.

Al
LCXTZVDD_IL(AV)XRL (1)
Al
Lox——==Iav) < R*TF
2 (2)

>0 1
H+io

3)

Ybp s the power supply voltage;

I (av) [s the average current;

Al s the ripple current;

Ve s the threshold voltage of diode;
Lc s the cailinductance value;

Ry s the load resistance value;

t s the on time;

ty is the off time;

f is the switching frequency.
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Figure 3 — Switching locus at hard switching

6.3 Test condition
6.3.1 General

After the test circuit is configured, electrical and thermal stress conditions are applied and
evaluated.
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6.3.2 Electrical stress

A switching locus of the test transistor is constructed by using switching wave forms as shown
in Figure 3. It is confirmed that the current and voltage stress conditions are equivalent to or
greater than the actual application. For more details on how to assess whether the current and
voltage stress is equivalent to the actual application, refer to JEDEC JEP180.01, Clause 5 [1]".

6.3.3 Thermal stress

External heating and/or cooling may be used in order that thermal stress is independently varied
without changing other stress conditions. When other stress conditions are varied with
minimizing effects of variation in junction temperature, the relative changes of the junction
temperature should be monitored by a thermocouple provided as close as possible to the DUT
or by a thermo-viewer. The junction temperature is recommended to be equal to or, helow the
absolute [maximum rating temperature. The protocol is described in 6.6 if a more)actelerated
temperathre is used.

6.4 Tejst procedure
6.4.1 Flow chart

A flow chart of the DHTOL test is shown in Figure 4. In the flow ehdrt, the procedure|is aimed
at accelefrated life testing (ALT).

T Numbers in square brackets refer to the Bibliography.
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—»[ Test end ]

IEC
Figure 4 — Test flow chart

6.4.2 nitial measurement

Initial mgasurements of on-state resistance, threshold voltage and off-state leak curfent shall
be condycted as transistor parameters. Other parameters may be considered, for xample,
those listeddn the datasheet of the DUT and determined to suffer shift due to switching stress.

6.4.3 Intermediate measurement

The test is interrupted to check the parameters obtained at the initial measurements. If it is
difficult to detach the mounted evaluation transistor, the interruption of the test can be omitted,
and the test shall be completed when the transistor has catastrophically failed or it reaches the
predetermined time.

If the root causes of the failures are investigated, monitoring dynamic on-state resistance in-situ
during the test may provide additional insight. The dynamic on-state resistance is calculated
from the ratio of vpg and ip just after turning on by using a clamp circuit in order to capture the

oscilloscope waveforms at the resolution needed. For additional information on the dynamic
on-state resistance, refer to JEDEC JEP173 [2].
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6.5 Failure criteria

Since the test conditions of supply voltage and current generally exceed general use condition,
catastrophic failures are caused in most cases. Otherwise, drift of the device electrical
parameters from its limits of minimum and maximum in the datasheet is defined as a failure
(sometimes referred to as parametric failure). In addition, the time from the start of the test to
the failure is defined as a time to failure.

6.6 Failure mechanism

If the test is accelerated by setting the average current, power supply voltage, or junction
temperature over the absolute maximum rating values, it is necessary to confirm that the failure
mechanism is the same as the one assumed in the test within the absolute maximum rating
values. y phig failures,
it is nece sary to check the current and voltage waveforms at the time of catastrophit failures
and the fai a failure
due to degterioration of the transistor characteristics, the failure mechanism may be gonfirmed

In this test, a lifetime under actual use conditions is estimated by checking the prgsence of
acceleraffion for each parameter such as average current, power supply voltage, pwitching
frequency, ON/OFF duty ratio, junction temperature, etc. One of the possible failures is caused
by a dynamic on-state resistance increase which may be-affected by current and voltage.

6.8 Number of samples

An apprgpriate number of samples depending ‘on"lifetime distributions is required in order to
utilize probability theory and statistics.

6.9 Test report

A test report in each test condition(should be provided for acquiring the acceleration factors,
that incluldes:

e samp|e identification,

e packdge type,

o test t¢emperature;
e powef supply(voeltage,
e average current,

e switching/locus,

e switching frequency,

e ON/OFF duty ratio,

e number of samples,

e failure time of each sample,

e initial values of on-state resistance, threshold voltage and off leak current,

e the changes from the initial values (if no catastrophic failures).
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TRANSISTORS AU NITRURE DE GALLIUM

AVANT-PROPOS

mission Electrotechnigue Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
emble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a po
r la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les) d
Lité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités — publie des Norméshinte
bcifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au,‘public (H
(ci-aprés dénommeés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des comités d'
desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les or
onales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lECy)participent éga
L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Nofmalisation (ISO),
ns fixées par accord entre les deux organisations.

isions ou accords officiels de 'lEC concernant les questions techniques représentent, dans I3
b, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les‘Comités nationaux de I'lE(Q
résentés dans chaque comité d’études.

blications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sg
telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les effofts\raisonnables sont entrepris afi
b de I'exactitude du contenu technique de ses publications) I'lEC ne peut pas étre tenue resp
elle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite '‘par un quelconque utilisateur final.

but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dg
possible, a appliquer de fagon transparente les\Publications de I'l[EC dans leurs publicationg
nales. Toutes divergences entre toutes Publications de I''EC et toutes publications na
es correspondantes doivent étre indiquées.en‘termes clairs dans ces derniéres.

Ile-méme ne fournit aucune attestation.de conformité. Des organismes de certification in
ent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux nf
ité de 'lEC. L’IEC n'est responsablend'aucun des services effectués par les organismes de
dants.

5 utilisateurs doivent s'assurér qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publig

responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou m
is ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationad
It préjudice causé en ¢as de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage
ue ce soit, directelou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et le
nt de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publicati
Fédit qui lui est\accordé.

on est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de {
ées est-0bligatoire pour une application correcte de la présente publication.
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L'IEC 63284 a été établie par le comité d’études 47 de I'lEC: Dispositifs a semiconducteurs. Il
s'agit d'une Norme internationale.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
47/2753/FDIS 47/2763/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.

La langue employée pour I'élaboration de cette Norme internationale est I’anglais.
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Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
I'lEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de I'l[EC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,

e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.
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INTRODUCTION

Le nitrure de gallium (GaN), I'un des semiconducteurs a large bande interdite, dispose de
propriétés supérieures a celles du silicium (Si) conventionnel pour les dispositifs électriques,
telles qu’un champ électrique de claquage élevé et une vitesse de saturation élevée. Le gaz
bidimensionnel d'électrons a mobilité élevée et forte concentration résulte de la formation d'une
hétérojonction de GaN avec le nitrure de gallium-aluminium (AlGaN) due aux effets de
polarisation, ce qui constitue un autre mérite des matériaux liés au GaN. En outre, plusieurs
types de matériaux tels que le Si, le saphir, le carbure de silicium (SiC) ou le GaN peuvent étre
choisis comme substrats de croissance épitaxiale sur le plan des performances et de colts des
dispositifs. Récemment, des transistors de puissance a base de GaN ont été largement
élaborés et commercialisés.

Les translistors de puissance a base de GaN présentent certains modes de défaillanci uniques
en raison des différences de construction des dispositifs et de leurs effets de(pi€égeage des
porteurs.|De plus, les transistors de puissance GaN sont plus compacts et sont.-dond exposés
a des champs plus élevés. En outre, certains essais de résistance aux portetirs chauds et de
robustesse portant sur les transistors a effet de champ (FET, field-effecttransistor) ap silicium
ne sont gas applicables aux FET au GaN. Par exemple, I’essai d’injection de porteurs chauds
(HCI, hog carrier injection) pour les MOSFET latéraux n'est pas(applicable aux FET GaN
latéraux,|en raison de la nature bloquante de la couche tampon, €t’)’'essai de commufation sur
charge ifductive sans diode de roue libre (aussi désigné UIS, unclamped inductive qwitching)
n‘est pag utile, car susceptible de provoquer des dommages. Par conséquent, |plusieurs
méthodes$ d'essai de fiabilité uniques, qui ne sont généralement pas demandées|pour les
transistofs de puissance a base de Si, sont effectuéesten’tant qu'examen de la fiabilité, par
exemple,[les méthodes d'essai des résistances dynamiques a |'état passant. En partigulier, les
méthodes d’essai de commutation et les procédures de fiabilité sont importantes pour
l'utilisatign pratique et il est nécessaire de .les’ normaliser, afin d'établir la figbilité de
commutaltion des transistors de puissance a base de GaN.

Le présgnt document fournit les lignes ~directrices portant sur la commutation syr charge
inductive} afin de confirmer les conditiens dans lesquelles les transistors de puissange a base
GaN sont utilisés de maniére fiable “Etant donné que la commutation sur charge ind{ictive est
considér¢ge comme une applicationrde contrainte importante pour les dispositifs de pliissance,
les présgntes lignes directrices ‘'sont destinées a promouvoir I'acceptation des trangistors de
puissancg a base de GaN_ au ‘sein du marché des dispositifs électriques. Toutefqis, il est
importan{ de noter que drautres conditions de contraintes liées a l'application, tellg¢s que la
commutaltion douce a hauies fréquences, qui ne sont pas couvertes par le présent dgcument.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS — METHODE D’ESSAI DE FIABILITE
PAR LA COMMUTATION SUR CHARGE INDUCTIVE POUR LES
TRANSISTORS AU NITRURE DE GALLIUM

1 Domaine d’application

Le présent document couvre le protocole d'exécution d'une procédure de contrainte et une
méthode d'essai correspondante, en vue d'évaluer la fiabilité des transistors de puissance a
base de nitrure de gallillm ((—‘.al\l) parla commutation sur rhnrgn inductive _en particulier la

contraint¢ de commutation dure.

2 Reéfdrences normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions
Pour les pesoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et ['IEC tiennent & jour des bases de données. terminologiques destinées a étre utilisées
en normdlisation, consultables aux adresses suivantes:

o |EC Hlectropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible-a I'adresse http://www.iso.org/

3.1
nitrure de gallium (GaN)
GaN
matériau|semiconducteur composite a base de gallium et d'azote

3.2
nitrure de gallium-aluminium
AlGaN
alliage semiconducteur composite de nitrure d'aluminium et de nitrure de gallium

3.3
résistan¢e.a’l’état passant
résistance du dispositif aux conditions de courant nominal

3.4
résistance dynamique a I'état passant.
rapport entre la tension drain-source a I'état passant (vpg) et le courant de drain(ip) a la

commutation

3.5

essai de durée de vie en fonctionnement sous température élevée dynamique

Essai DHTOL

essai de fiabilité lors d'une contrainte de commutation continue avec une température de
jonction élevée

Note 1 a l'article: Le terme DHTOL est utilisé au sens large, englobant a la fois I'essai de commutation a
vieillissement accéléré (SALT), dans lequel des défaillances sont prévues pour la modélisation de l'usure, et celui
de la HTOL, dans lequel des défaillances ne sont pas prévues.
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Note 2 a l'article:

temperature operating life”.

3.6

courbe de commutation
trajectoire représentant la relation entre vpg et ip au cours de la commutation

4 Objectifs

L’abréviation DHTOL est. dérivée du terme anglais développé correspondant "dynamic high

L'objet du présent document est de définir une méthode d’essai de fiabilité en vue de trouver
les conditions dans lesquelles les transistors de puissance a base de GaN peuvent fonctionner
de maniere fiable, lorsqu'ils sont utilisés pour la commutation dure continue avec des charges

inductive
I'applicat
d'autres

5 Tran

Cette méthode d'essai peut étre appliquée a tous les transistors dé puissance, y co

transisto
aux type
structure
(métal-is
bloqué (d

configurgtions en cascade.

6 Ess
dyn

6.1 Ed

Il est rec
de famillg
étre appl

6.2 Ci
6.2.1

L'essai (

on, telles que le fonctionnement en troisiéme quadrant et la commutation
ypes de topologies de circuits.

sistors GaN applicables

s de puissance a base de GaN avec tout substrat tel que.Si, SiC, saphir oy
de grille telle que les types Schottky, les types Gal p-type (p-GaN) et les t

u normally-off), aux types normalement a I'état\passant (normally-on) et aux

i de durée de vie en fonctionnement sous température élevée
mique
hantillon d'essai

bmmandé que I'échantillon:d'essai soit un produit sous boftier réel. Pour leg
, les résultats des essais’/de fiabilité des transistors a grande largeur de grillg

rcuit d'essai

Schéma d'un circuit de commutation dure

commutation”dure avec une charge inductive, comme l'indique la Figure 1.

esdurée de vie a haute température dynamique (DHTOL) utilise un d

s liées a
jouce ou

mpris les
GaN, et

5 latéral ou vertical. En outre, cette méthode d’essai. peut étre appliqué¢ a toute

ypes MIS

plant-semiconducteur). Il peut également s'appliquer aux types normalement a I'état

types de

produits
peuvent

qués aux transistors.a petite largeur de grille, lorsque les conditions d'utilisafion telles
que la dgnsité de courantetla tension d'alimentation sont équivalentes ou inférieureg.

ircuit de



https://iecnorm.com/api/?name=633265c576d99baf428e5d77731e8faa

- 20 - IEC 63284:2022 © IEC 2022

Dispositif de
commande

IEC

Figure 1 — Circuit d’essai

6.2.2 Parameétres électriques

La fréqugnce f, la tension d'alimentation Vpp, et le courant moyen traversant I'inductamce 7 oy
sont réglés en tenant compte des conditions réelles de fonctionnement.

6.2.3 Diode

Le choix d'une diode est effectué en fonction du courant maximal et de la tension max

particuligr, étant donné que le courant de rétablissement de la diode circule vers le
lors du femps de basculement a I'état passant, la diode est choisie pour repro

condition
capacité
importan

6.2.4

Un circui
d’essai e
dispositif
(DUT) d
de com
que le d

s de commutation de l'applicatiof’ finale, par exemple réaliser I'émulati
du transistor a effet de champ~(FET) c6té supérieur, ou avoir une cap4g
e pour une contrainte accélérée.

Dispositif de commande'de grille

t d’essai comprenant un circuit de commande de grille adapté a chaque
5t construit en prétant attention a la dissipation de chaleur de chaque comp
de commande\de grille est soumis a I'exigence de commander le dispositif]

utation endvue d’acquérir des facteurs d'accélération ne soient inclus. Il eq
spositif.de commande de grille est également soumis a I'exigence de ca

commande dd courant, afin de ne pas provoquer un faux basculement a I'état passant

6.2.5

male. En
ransistor
duire les
pbn de la
cité plus

ransistor
pbsant. Le
en essai

ns les mémes,conditions que celles de I'utilisation réelle, a moins que des pgramétres

t a noter
pacité de
du DUT.

nductance et resistance

Une valeur d’inductance L et une valeur de résistance R| sont fixées en prenant pour référence
I'Equation (1) & I'Equation (3) suivantes et les formes d'ondes de commutation de la Figure 2.

Al
L¢ X——= Yop — 1L (av) X RL
1

Al
LC XZIIL(AV)XRL +VF

(1)

()


https://iecnorm.com/api/?name=633265c576d99baf428e5d77731e8faa

IEC 63284:2022 © |IEC 2022 -21-

- W+t

est la tension d’alimentation;
est le courant moyen;

est le courant d'ondulation;
est la tension de seuil de la diode;

est la valeur de la d’inductance de la bobine;

st la valeur de la charge resistive;
bst le temps a I'état passant;
bst le temps a I’état bloqué;
bst la fréquence de commutation.
w
ol |
~ 1 1
1 1
1 1
1 1
Yoo , : r
1 1
[} 1
1 1
[} 1
1 ||
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ov ! -
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= A ol e
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Figure 2 — Formes d’ondes de commutation
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ip
-

Basculement

wt\at blogué

Basculement
a I'état passant

Figure 3 — Courbe de commutation en commutation,dure

nditions d'essai

Généralités

6.3 Co
6.3.1
Une fois

appliquég¢s et évaluées.

6.3.2

Une courpbe de commutation du transistor d'essai est créée en utilisant des formes d'
commutation, comme cela est représenté-afta Figure 3. On peut affirmer que les conq
contraintés de courant et de tension sont supérieures ou égales a I'application réelle.
de précidions sur la méthode a suivreé-pour évaluer si les contraintes de courant et d

sont équi

6.3.3

Un chauf
contraint
contraint
réduisant
contrbler

e circuit d'essai configuré, les conditions de contraintes électriques et thermiques sont

ontrainte électrique

valentes a l'application réelte, se reporter a la JEDEC JEP180.01, Article 5 |

Contrainte thermique

fage et/ou un(refroidissement externes peuvent étre utilisés afin de faire
b thermique \"de maniére indépendante sans modifier les autres cond

le plus\possible les effets de variation de la température de jonction, il co
les modifications relatives de cette derniére au moyen d’un thermocouple pl

prés qus
recomma

pOSS|bIe du DUT ou a Ialde dun dlsposmf de V|suaI|sat|on thermqu

bndes de
itions de
Pour plus
b tension

1.

varier la
tions de

bs. Lorsque-d'autres conditions de contrainte sont soumises a des varigtions en

hvient de
HCeé aussi
e. Il est

e e valeur

assignée maximale absolue Le protocole est décrit en 6.6 dans Ie cas ou est utilisée une
température plus accélérée.

6.4 Procédure d’essai

6.4.1

Logigramme

Un logigramme de I'essai DHTOL est donné a la Figure 4. Dans ce logigramme, la procédure
vise a effectuer des essais de vieillissement accéléré (ALT, accelerated life testing).

1 Les chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographe.
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